(19) 



J 



EuropSisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



(12) 



(43) VerOffentlichungstag: 

10.03.1999 Patentblatl 1999/10 

(21) Anmeldenummer: 98114348.0 

(22) AnmeWetag: 30.07.1998 



(H) EP 0 901 157 A2 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

(51) mt ci. 6 : H01L 21/033, H01L 21/311 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 


(71) Anmelder: 


AT BE CH CY DE DKES F1 FRGB GR IE IT LI LU 


SIEMENS AKT1ENGESELLSCHAFT 


MCNLPT SE 


80333 Munchen (DE) 


Benannte Erstreckungsstaaten: 


(72) Erfinder: 


ALLTLVMKROSI 




• Weinrich, Volker 


(30) Prioritat: 01.08.1997 DE 19733391 


81549 Munchen (DE) 




• Engelhardt, Manfred 




83620 Feldkirchen-Westerham (DE) 



(54) Strukturierungsverfahren 

(57) Erf indungsgemflB wird ein Verfahren zur Struk- 
turierung zumindest einer zu strukturierenden Schicht, 
bereitgestellt, das die folgenden Schrrtte umfaBt: auf die 
zu strukturierende Schicht wird Maske aufgebracht, die 
zu strukturierende Schicht wird unter Verwendung der 
Maske strukturiert, die Maske wird entferrrt, wobei 
Redepositjonen des Materials der zu strukturierenden 
Schicht zuruckbleiben, und die Redeposrtionen des 
Materials der zu strukturierenden Schicht werden durch 
mechanisches Poiieren oder chemisch mechanisches 
Polieren entfemt. 
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B schreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Struktu- 
rierungsverfahren. insbesondere ein Verfahren zur 
Strukturierung von plasma- oder trocken-chemisch nur 5 
schwer oder nicht atzbaren Schichten wie beispiels- 
weise Schichten aus Edelmetailen, ferroelektrischen 
Materialien sowie dielektrischen Mater iali en mit hoher 
relativer Dielektrizitatskonstante. 

[0002] Bei der EntwicWung von hochintegrierten Spei- w 
cherbausteinen, wie z.B. DRAMs bzw. FRAMs sollte die 
Zellkapazitat bei der fortschreitenden Miniaturisierung 
beibehalten oder sogar noch verbessert werden. Zur 
Erreichung dieses Ziels werden immer dunnere dielek- 
trische Schichten und gefaltete Kondensatorelektroden is 
(Trench-Zelle. Stack-Zelle) verwendet. In letzter Zeit 
werden anstatt des herkommlichen Siliziumoxids neue 
Materialien, insbesondere Paraelektrika und Ferroelek- 
trika, zwischen den Kondensatorelektroden einer Spei- 
cherzelle verwendet. Beispielsweise kommen 20 
Bariumstrontiumtitanat (BST. (Ba,Sr)Ti0 3 ), Bleizirko- 
nattitanat (PZT, Pb(Zr,Ti)0 3 ) bzw. Lanthan-dotiertes 
Bleizirkonattitanat oder Strontiurnwismuttantalat (SBT, 
SrBi 2 Ta 2 0 9 ) fur die Kondensatoren der Speicherzellen 
bei DRAMs bzw. FRAMs zum Einsatz. 25 
[0003] Dabei werden diese Materialien ublicherweise 
auf bereits vorhandenen Elektroden (Bodenelektroden) 
abgeschieden. Die Prozessierung erfblgt unter hohen 
Temperaturen, so daB die Materialien, aus den en nor- 
mal erweise die Kondensatorelektroden bestehen, so 30 
z.B. dotiertes Polysilizium, leicht oxidiert werden und 
ihre elektrisch leitenden Eigenschaften verlieren, was 
zum Ausfall der Speicherzelle fuhren wOrde. 
[0004] Wegen ihrer guten Oxidationsbestandigkert 
und/oder der Ausbildung elektrisch leitfahiger Oxide 35 
gelten 4d und 5d Ubergangsmetalle, insbesondere Pla- 
tinmetalle (Ru, Rh, Pd, OS, Ir, Pt) und insbesondere 
Platin selbst, sowie Rhenium als aussichtsreiche Kandi- 
daten, die dotiertes Polysilizium als Elektrodenmaterial 
in den obengenannten Speicherzellen ersetzen konn- ao 
ten. 

[0005] Die fortschreitende Miniaturisierung der Bau- 
elemente hat ebenfalls zur Folge, daB Ersatzmaterialien 
fur das heute fur die Leiterbahnen verwendete Alumi- 
nium erforderlich werden. Dabei sollte das Ersatzmate- 45 
rial einen geringeren spezifischen Widerstand und eine 
geringere Elektromigration als Aluminium aufweisen. 
Als aussichtsreichster Kandidat gilt dabei Kupfer. 
[0006] Weiterhin erfordert die EntwicWung magneti- 
scher , Random Access Memories" (MRAMs) die Inte- so 
gration magnetischer Schichten (z.B. Fe, Co, Ni oder 
Permalloy) in mikroelektronische Schaltungen. 
[0007] Urn aus den genannten, bisher in der Halblei- 
tertechnologie noch nicht verbreiteten Materialien eine 
integrierte Schaltung aufbauen zu kOnnen. mussen 55 
dunne Schichten dieser Materialien strukturiert werden. 
[0008] Die Strukturierung der bisher verwendeten 
Mat rialien erfolgt in der Regel durch sogenannte plas- 



mauntersrutzt anisotrope Atzverfahren. Dabei werden 
ublicherweise physikalisch-chemische Verfahren ange- 
wandt. bei denen Gasgemische aus einem oder mehre- 
ren reaktiven Gasen, wi z.B. Sauerstoff, Chlor. Brom, 
Chlorwasserstoff. Bromwasserstoff bzw. halogenierten 
Kohlenwasserstoffen und aus Edelgasen (z.B. Ar, He) 
verwendet werden. Diese Gasgemische werden in der 
Regel in einem elektromagnetischen Wechselfeld bei 
geringen Drucken angeregt 

[0009] Rg. 4 zeigt die prinzipielle Arbertsweise einer 
Atzkammer. dargestellt am Beispiel eines Parallelplat- 
tenreaktors 20. Das Gasgemisch, z.B. Ar und Cl 2 . wird 
uber den Gaseinlass 21 der eigentlichen Reaktorkam- 
mer 22 zugef uhrt und durch den Gasauslass 29 wieder 
abgepumpt. Die untere Platte 24 des Parallelplattenre- 
aktors ist uber eine Kapazitat 27 mit einer Hochfre- 
quenzquelle 28 verbunden und dient als Substrathalter. 
Durch das Anlegen eines hochfrequenten elektrischen 
WechseH eldes an die obere und die untere Platte 23. 24 
des Parallelplattenreaktors wird das Gasgemisch in ein 
Plasma 25 uberfuhrt. Da die Beweglichkeit der Elektro- 
nen groBer als die der Gaskationen ist. laden sich die 
obere und die untere Platte 23, 24 gegenuber dem 
Plasma 25 negativ auf. Daher uben beide Platten 23. 24 
auf die positiv geladenen Gaskationen eine hohe Anzie- 
hungskraft aus, so daB sie einem permanenten Bom- 
bardement durch diese lonen, z.B. Ar* ausgesetzt sind. 
Da der Gasdruck zudem niedrig gehalten wird. typi- 
scherweise 0.1 - 10 Pa, findet nur eine geringfugige 
Streuung der lonen untereinander und an den Neutral- 
teilchen statt, und die lonen treffen nahezu senkrecht 
auf die Oberf lache eines Substrats 26, das auf der unte- 
ren Platte 24 des Parallelplattenreaktors gehalten ist. 
Dies erlaubt eine gute Abbifdung einer Maske (nicht 
gezeigt) auf die darunterliegende, zu atzende Schicht 
des Substrats 26. 

[0010] Ublicherweise werden als Maskenmaterialien 
Photolacke verwendet, da diese durch einen Belich- 
tungsschritt und einen EntwicWungsschritt relativ ein- 
fach strukturiert werden konnen. 
[0011] Der physikalische Teil der Atzung wird durch 
Impuls und kinetische Energie der auftreffenden lonen 
(z.B. Cl 2 + . Ar*) bewirkt Zusatzlich werden dadurch che- 
mische Reaktionen zwischen dem Substrat und den 
reaktiven Gasteilchen (lonen, MolekuJe. Atome, Radi- 
kale) unter Bildung fluchtiger Reaktionsprodukte initiiert 
oder verstarkt (chemischer Teil der Atzung). Diese che- 
mischen Reaktionen zwischen den Substratteilchen 
und den Gasteilchen sind verantwortJich fur hohe Atzse- 
lektivrlaten des Atzproz esses. 
[0012] Leider hat sich herausgestellt. daB die oben 
genannten, in integrierten Schaltungen neu eingesetz- 
ten Materialien zu den chemisch nur schwer oder nicht 
atzbaren Materialien gehoren, bei denen der Atzabtrag. 
auch bei der Verwendung .r aktiv r" Gase, uberwie- 
gend oder fast ausschlieBlich auf dem physikalischen 
Anteil der Atzung beruht. 

[0013] Wegen der geringen oder fehlenden chemi- 
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schen Komponente der Atzung liegt der Atzabtrag der 
zu strukturienden Schicht in der seben GrOBenordnung 
wie der Atzabtrag der Maske bzw. der Unterlage (Atz- 
stoppschicht). d.h. die Atzselektivrtat zur Atzmaske bzw. 
Unterlage ist im allgemeinen klein (zwischen twa 0.3 
und 3,0). Dies hat zur Folge, daB durch die Erosion von 
Masken mit geneigten Flanken und die unvermeidliche 
Facettenbildung (AbschrSgung, Taperung) auf den 
Masken nur eine geringe MaBhartigkeit der Strukturie- 
rung gewahrleistet werden kann. Diese Facettierung 
beschrankt somit die bei der Strukturierung Weinsten 
erzielbaren StrukturgrbBen sowie die erzielbare Steil- 
heit der Profilflanken bei den zu strukturierenden 
Schichten. 

[0014] Dabei ist die Facettierung auf den Masken, und 
damit auch die Facettierung der zu strukturierenden 
Schichten, umso grOBer je grOBer der Anteil der reakti- 
ven Gase (insbesondere Chlor) am Gasgemisch ist, 
das wahrend des plasma-chemischen Atzverfahrens 
verwendet wird. Dementsprechend lassen sich mit Gas- 
gemisch en, die keinen Anteil an reaktrven Gasen auf- 
weisen, beispielsweise reine Argonplasmen, die 
steilsten Profilflanken bei den zu strukturierenden 
Schichten erzeugen. 

[0015] Zusatzlich zu der genannten Facettierung der 
zu strukturierenden Schichten kann es bei der Struktu- 
rierung auch zu unerwunschten Redepositionen des 
Materials der zu strukturierenden Schicht kommen. 
Diese Redepositionen treten beispielsweise an den Sei- 
tenwanden der Lackmaske aul und sie konnen in nach- 
folgenden ProzeBschritten haufig nur noch mit groBem 
Aufwand entfernt werden. Leider treten die Redepositio- 
nen umso haufiger auf je Weiner der Anteil der reaktiven 
Gase am Gasgemisch ist, das wahrend des plasma- 
chemischen Atzverfahrens verwendet wird. Dement- 
sprechend war die ProzeBfuhrung bisher meist auf 
geringe Argonanteile beispielsweise in einem Chlor- 
Argon-Plasma beschrankt. Der erhohte Chloranteil im 
Atzgasgemisch fuhrt jedoch wiederum zu einer erhOh- 
ten Facettenbildung der Masken. 
[0016] Im Fade des Platin-Atzens mit einer Lackmaske 
hat die Verwendung reaktiver Gase wie Chlor oder Hbr 
zur Folge, daB sich intermediare Redepositionen bil- 
den, welche im werteren Verlauf der Atzung wieder ver- 
schwinden. Auch diese Strukturen fuhren zu einer CD- 
Aufwertung und zu flachen Platinflanken. Sie gelten 
inzwischen als der grOBte Nachteil eines Prozesses, 
der sowohl Chlor als auch eine Lackmaske verwendet. 
[001 7] Wird anstatt einer Lackmaske eine sogenannte 
„Hard Mask" zur Strukturierung der zu strukturierenden 
Schichten verwendet, so konnen viele der genannten 
Schwierigkeiten deutlich vermindert werden. Die Struk- 
turierung einer „Hard Mask" benOtigt jedoch zusatzliche 
ProzeBschritte, welche den GesamtprozeB verteuern. 
[0018] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Strukturierungsverfahren bereitzustellen, 
das die genannten Nachteile der bisherigen Verfahren 
vermeidet oder rrdndert 



[001 9] Diese Aufgabe wird von dem Verfahren gemaB 
Patentanspruch 1 oder Patentanspruch 3 gelost Wei- 
tere vorteilhafte Ausfuhrungsformen, Ausgestaltungen 
und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich 
5 aus den Unteranspruchen der Beschretoung und den 
beiliegenden Zeichnungea 

[0020] ErfindungsgemaB wird ein Verfahren zur Struk- 
turierung zumindest einer zu strukturierenden Schicht 
bereitgestellt das die folgenden Schritte umfaBt 

w 

auf die zu strukturierende Schicht wird eine Maske 
aufgebracht. 

die zu strukturierende Schicht wird unter Verwen- 
15 dung der Maske strukturiert, 

die Maske wird entfernt wobei Redepositionen des 
Materials der zu strukturierenden Schicht zuruck- 
bleiben, und 

20 

die Redepositionen des Materials der zu strukturie- 
renden Schicht werden durch mechanisches Polie- 
ren oder chemisch mechanisches Polieren entfernt. 

25 [0021] Es hat sich herausgestellt, daB durch mecha- 
nisches Polieren die Redepositionen des Materials der 
zu strukturierenden Schicht, die mit den ublichen che- 
mischen Methoden nur schwer zu entfernen waren, 
relativ einfach und zuverlassig entfernt werden kfinnen, 
30 ohne daB die bereits auf dem Wafer erzeugten Struktu- 
ren beschadigt oder zerstOrt werden. Das erfindungs- 
gemdBe Verfahren hat somit den Vorteil, daB cfie zur 
eigentlichen Strukturierung der zu strukturierenden 
Schicht eingesetzten Verfahren, z.B. plasmachemische 
35 Atzverfahren, ohne Rucksicht auf die Frage ausgewahlt 
werden kfinnen, ob diese Verfahren zu erhOhten Rede- 
positionen fuhren. So konnen beispielsweise plasma- 
chemische Atzverfahren mit reinen Argonplasmen 
verwendet werden. Dies hat zur Folge, daB jetzt auch 
40 gewdhnliche Lackmasken verwendet werden konnen, 
ohne daB es, wie bei der Verwendung reaktiver Gase, 
zu ubermaBigen Facettenbildungen auf den Masken 
kommt. 

[0022] Weiterhin wird erfindungsgemaB ein Verfahren 
45 zur Strukturierung zumindest einer zu strukturierenden 
Schicht bereitgestellt, das die folgenden Schritte 
umfaBt: 

auf die zu strukturierende Schicht wird eine Maske 
so aufgebracht. 

die zu strukturierende Schicht wird unter Verwen- 
dung der Maske strukturiert, 

55 die Maske und die Redepositionen des Materials 
der zu strukturierenden Schicht werden durch che- 
misch mechanisches Polieren entfernt. 
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[0023] Durch das gleichzeitige Entfernen der Maske 
und der Redepositionen kann ein ProzeBschritt einge- 
spart werden. Diese MGglichkeit bietel sich insbesond- 
ere dann an, wenn ats Maske eine sogenannt .Hard 
Mask" verwendet wird. Eine derartige Maske enthalt 5 
bevorzugt Silizium. ein Siliziumoxid, insbesondere 
Si0 2 . ein Metall, insbesondere Aluminium oder Wolf- 
ram, ein Metallntoid, bevorzugt ein Titannitrid, ins- 
besondere TiN x 0.8 < x < 1.2. oder ein Metallsiiizid. 
[0024] Bevorzugt wird nach der Entfernung der Rede- 10 
positionen eine ..Scrubber-Reinigung durchgefuhrt. 
Zusatzlich oder alternativ kann nach der Entfernung der 
Redepositionen auch eine naSchemische Reinigung, 
insbesondere unterstutzt durch Schalleinwirkung (Ultra- 
schall, Finesonic), durchgefuhrt werden. 15 
[0025] Bevorzugt enthalt die zu strukturierende 
Schicht Kupfer, Eisen, KobaH. Nickel, ein 4d oder 5d 
Ubergangsmetall, insbesondere ein Platinmetall. 
[0026] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die zu struk- 
turierende Schicht ein ferroelektrisches Material, ein 20 
dielektrisches Material hoher relatrver Dielektrizitats- 
konstanten (> 20), einen PerowsWt oder Vorstufen die- 
ser Materialien enthalt. Dabei soil unter einer Vorstufe 
der genannten Materialien ein Material verstanden wer- 
den, das durch eine geeignete Warmebehandlung (z.B. 25 
Tempern), gegebenenfalls unter Zufuhrung von Sauer- 
stoff, in die genannten Materialien umgewandeh werden 
kann. 

[0027] So ist es bevorzugt, wenn die zu strukturie- 
rende Schicht Strontiumwismuttantalat (SBT, 30 
SrBi 2 Ta 2 0 9 ), Strontiumwismutniobattantalat (SBNT, 
SrBi 2 Ta 2 . x Nb x 0 9 , x=0-2) Bleizirkonattitanat (PZT, 
Pb(Zr,"n)0 3 ) oder Derivate sowie Bariumstrontiumtita- 
nat (BST, Ba^/HOa, x=0-1), Bleilanthantitanat (PLT, 
(Pb, La)Ti03), Bleilanthanzirkonattitanat (PLZT, (Pb. 35 
La)(Zr, Ti)0 3 ) oder Derivate enthalt. 
[0028] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die zu struk- 
turierende Schicht Platin, Gold, Silber, Kupfer, Iridium, 
Palladium, Ruthenium, Rhenium oder deren Oxide ent- 
halt 40 
[0029] Bevorzugt wird zum Strukturieren der zu struk- 
turierenden Schicht ein Trockenatzverfahren, ins- . 
besondere ein Plasmaatzverfahr en verwendet. * : . 

[0030] Dabei ist insbesondere bevorzugt, wenn wah- ; 
rend der Trockenatzung der zu strukturienden Schicht . 45 
ein Gasgemisch vorgesehen ist, das frei von reaktK/en : 
Gasen ist. 

[0031 ] Weiterhin ist es bevorzugt. wenn wahrend der \ 
Trockenatzung der zu strukturienden Schicht ein Edel- 
gas, insbesondere Argon, vorgesehen ist. ,* ^ so ' 

[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Figuren der Zeichnung naher dargestellt. Es zeigen: \ \ . ; 

1 • > ' / ' ' 

Fig. 1 bis 3 eine schematische Darstellung des)^ \ 
erfindungsgemaBen Verfahrens, und 55 ' 

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Atzkam- ; 
mer in Form eines Parallelplattenreaktors. 



[0033] Die Rguren 1 bis 3 zeigen eine schematische 
Darstellung des erfindungsgemaBen Verfahrens. Auf 
einem Substrat 1 wird eine Si0 2 -Schicht 2 aufgebracht. 
Es folgt Haft- oder Barriereschicht 3. die aus Titan bzw. 
Titannitrid besteht Auf die Haft- oder Barriereschicht 3 
wird eine Platinschicht 4 als zu strukturiende Schicht 
beispielsweise durch Sputtern aufgebracht. Auf der Pla- 
tinschicht 4 wird eine Lackschicht gebildet, welche spa- 
ter als Maske 5 fur de Strukturierung der Platinschicht 
4 dient. Die Lackschicht wird durch einen Belichtungs- 
und einen EntwicWungsschritt strukturiert. Die sich dar- 
aus ergebende Struktur ist in Fig. 1 gezeigt. 
[0034] Nachfolgend wird ein lonenatzen oder Sputter- 
atzen durchgefuhrt, um die Platinschicht 4 einem physi- 
kalischen Trockenatzen zu unterziehen. Als Atzgas wird 
dabei ein reines Argongas verwendet. Anstatt des 
lonenatzens kOnnen auch andere Plasmaatzverfahren 
wie beispielsweise das reaktive lonenatzen (RIE. Reac- 
tive Ion Etching), das magnetfeldurtterstutzte reaktive 
lonenatzen (MERIE, Magnetically Enhanced RIE), das 
ECR-Atzen (ECR. Electron Cyclotron Resonance) oder 
induktiv gekoppelte Plasmaatzverfahren (ICP, TCP) ein- 
gesetzt werden. 

[0035] Da als Atzgas reines Argon eingesetzt werden 
kann, kommt es zu keiner zu starken Facettierung der 
Maske 5. Dementsprechend ist auch die Erosion der 
Maske 5 gering. Durch die geringere Maskenerosion 
ergfot sich eine hOhere MaBhaltigkeit der Strukturie- 
rung. Daruber hinaus lassen sich somit steilere Atzflan- 
ken an der zu strukturienden Schicht erzielen. 
Atzflanken mit einem Flankenwinkel von uber 80° kon- 
nen erzeugt werden. 

[0036] Durch die fehlende chemische Komponente 
kommt es wahrend des Trockenatzens zu Redepositio- 
nen 6 von Platin an den Seitenwanden der Lackmaske 
5. Diese Platinredepositionen 6 waren bisher mit den 
ublichen chemischen Verfahren nur schwer wieder zu 
entfernen. 

[0037] Zur Entfernung der Lackmaske 5 folgt eine 
Lackveraschung. Dabei bleiben freistehende Platinre- 
depositionen 6 auf der Oberfiache der strukturierten 
Platinschicht 4 zurOck Die sich daraus ergebende 
Struktur ist in Fig. 2 gezeigt. 

[0038] AnschlieBend werden die Redepositionen 6 
durch mechanisches Polieren entfernt. Dazu kann bei- 
spielsweise ein Polierer der Firma Logitech verwendet 
werden. Ein Poliertuch (z.B. Chemcloth ELCON 136) 
wird mit der in Figur 2 gezeigten Struktur in Kontakt 
gebracht Die in Figur 2 gezeigte Struktur und das 
Poliertuch werden gegeneinander mit einer Geschwin- 
; digkeit von 10 Umdrehungen pro Minute fur 3 Minuten 
': bewegt Gleichzeftig werden etwa 0.25 jun gro3e A^CV 
Partikel in einer wassrigen Suspension (pH « 9) zuge- 
,fuhrt. 

[0039] Es folgt eine .Scrubber"-Reinigung. Zusatzlich 
oder alternativ kann nach der Entfernung der Redeposi- . 
tionen 6 auch ein naBchemische Reinigung z.B. mit 
stark verdunnter HF-Saure, bevorzugt unterstutzt durch 
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Schalleinwirkung, durchgefuhrt werden. Dies fuhrt zur 
chemischen Anlosung der zwischen den Platinstruktu- 
ren freiliegenden Si0 2 -Oberfiache und zu einer mecha- 
nisch unterstutzten Entfernung von Partikein aus diesen 
Bereichen. Die sich daraus ergebende Struktur ist in 
Fig. 3 gezeigt. 

Paterrtanspruche 

1. Verfahren zur Strukturierung zumindest einer zu 
strukturierenden Schicht mit den Schritten: 

auf die zu strukturierende Schicht wird eine 
Maske aufgebracht, 

die zu strukturierende Schicht wird unter Ver- 
wendung der Maske slrukturiert, 

die Maske wird entfernt, wobei Redepositionen 
des Materials der zu strukturierenden Schicht 
zuruckbleiben, und 

die Redepositionen des Materials der zu struk- 
turierenden Schicht werden durch mechani- 
sches Polieren Oder chemisch mechanisches 
Polieren entfernt 



7. Verfahren nach einem der Anspruch 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zu strukturie- 
rende Schicht Kupfer. Eisen, Kobatt, Nickel, ein 4d 
Oder 5d Ubergangsmetall, insbesondere ein P latin - 

5 metall. enthalt 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6. 
dadurch gekennzeichnet, daB die zu strukturie- 
rende Schicht ein ferroelektrisches Material, ein 

w dieJektrisches Material ho her Permittivitdt einen 
Perowskit Oder Vorstufen dieser Materialien enthalt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zu strukturierende Schicht Stron- 

is tiumwismuttantalat (SBT, S^TagOg), Strontium- 
wismutniobattantalat (SBNT, SrBfeTa^xNbxOg. 
x=0-2), Bleizirkonattitanat (P2T, Pb(ZsJ\)Oz) Oder 
Derivateoder Bariumstrontiumtitanat (BST, Ba^. 
x TiQ3, x=0-1), Bleilanthantitanat (PLT. (Pb. 

20 La)Ti0 3 ). Bleilanthanzirkonattitanat (PLZT, (Pb. 
La)(Zr, TIJOa) oder Derivate enthalt 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die zu strukturierende Schicht P latin, 

25 Gold, Silber, Iridium, Palladium, Ruthenium. Rhe- 
nium oder der en Oxide enthalt 



2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Maske eine Lackmaske ist. wel- 
che bevorzugt durch Veraschen entfernt wird. 

3. Verfahren zur Strukturierung zumindest einer zu 
strukturierenden Schicht mit den Schritten: 

auf die zu strukturierende Schicht wird eine 
Maske aufgebracht, 

die zu strukturierende Schicht wird unter Ver- 
wendung der Maske strukturiert, 

die Maske und die Redepositionen des Materi- 
als der zu strukturierenden Schicht werden 
durch chemisch mechanisches Polieren ent- 
fernt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet, daB nach der Entfernung 
der Redepositionen eine ..Scrubber"- Reinigung 
durchgefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, daB nach der Entfernung 
der Redepositionen eine naBchemische Reinigung 
durchgefuhrt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet daB die Reinigung durch 
Schalleinwirkung unterstutzt wird. 



11. Verfahren nach einem der vorherstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend 

30 der Trockenatzung der zu strukturienden Schicht 
ein Gasgemisch vorgesehen ist, das f rei von reakti- 
ven Gasen ist. 

12. Verfahren nach einem der vorherstehenden 
35 Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend 

der Trockenatzung der zu strukturienden Schicht 
ein Gasgemisch vorgesehen ist das neben Edel- 
gasen und Stickstoff nur Sauerstoff enthalt 

40 13. Verfahren nach einem der vorherstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend 
der Trockenatzung der zu strukturienden Schicht 
ein Edelgas. insbesondere Argon, vorgesehen ist. 

45 14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet daB die Maske Sifizium, 
ein SiRziumoxid, insbesondere Si0 2 . ein Metall, ins- 
besondere Aluminium oder Wolfram, ein Metatlni- 
trid, bevorzugt ein Trtannitrid. insbesondere TiN x 

so 0.8 < x < 1 .2. oder ein Metallsilizid enthalt. 
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